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材料化学および材料科学の観
点から、めっき法を中心にエ
レクトロニクス実装に求めら
れる電極接続や配線形成の研
究開発に従事しています。今
後はこれらの研究を応用して、
電子デバイスの高機能化・集
積化を目指します。

ナノめっき法により微細電極を接続
技術者を悩ますめっき不良を最新のナノ成膜技術として活かす

半導体チップの電気接続
　電子機器などに使われる電子部品は、電気的
に接続されていなければ機能しません。特に半
導体チップには多数の微細な電極があり、これ
と配線板を電気的に接続する必要があります。
現在の技術では、チップの電極に形成した微細
なバンプ（金属突起）を配線板と機械的に熱圧着
することで接続していますが、今後は電子機器
の高機能化に伴いチップの電極が微細化・多ピ
ン化し、これまでの技術では接続を実現するの
が困難になると考えられています。

発想の転換−めっき不良は局所的な金属析出
　私たちは、めっき液に浸すだけで金属膜を
形成できる無電解めっきに着目し、無電解めっ
きにより電極間に金属膜を形成して電気的接
続を実現できるか検討しました。所望の金属
部位にのみ金属膜を形成するためには、めっ
きしない部分をマスクで遮

しゃへい

蔽する必要があり
ます。これまでの研究はめっき不良であるマ
スク剤上の異常析出を、いかに抑制するかに
視点がありました。しかし発想を180 度転換
し、異常析出を 「レジスト上に析出する局所的
な金属現象」 ととらえて研究を展開した結果、
析出箇所の特定さえ困難である異常析出の発
生を制御する方法を発見し、樹脂上への局所
的な金属析出として活用できるようになりま
した。具体的には、金属付近の立体形状の制
御により所望の樹脂付近にのみ金属析出を実
現し、前処理により析出量の制御を可能とし

ました。これまで技術者を悩ませてきためっ
き不良は、レジストパターンに依らずに金属
を成膜することができ、また数10 nmの析出
の制御性を有する「ナノ成膜技術」として生ま
れ変わりました。

超微細電極接続を実現
　この技術をもとに、私たちは無電解Ni−B
めっきを用いてマスクレスファブリケーショ
ン［1］による2つの電極を接続する新しい技術を
完成させました。最小の電極幅は5 µmであり、
50対の向かい合った電極のみを選択的に金属
膜で接続することができました。さらに、実
際のチップ−基板接続へ応用したところ、電極
間隔30 µmピッチ、位置ずれが4 ～ 7 µmあっ
ても接続を実現しました。実際のチップ－基板
接続では数µmの位置ずれが生じますが、こ
のプロセスでは問題なく接続できることから、
さまざまなチップ接続の問題点を解決できる
画期的な手法であることが示されました。こ
のプロセスは、今までの接続方法の問題点を
克服できる点においても大変魅力的なものと
言えます。

今後の展開
　現時点では電気抵抗が比較的高いために、
実際の配線接続技術として実用可能なレベル
の低抵抗化に取り組みます。さらに、半導体
チップ接続へ適用してこの手法の評価を行い、
半導体実装への実用化を目指します。
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●主な研究成果
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●用語説明
[1]マスクレスファブリケーション
微小領域への選択的な金属
形成には、フォトリソグラ
フィにより望みの箇所以外
を覆うマスク形成を行い、
その後析出やエッチングな
ど行う必要があります。し
かし、構造の複雑化・微細
化に伴って、マスク形成を
必要としないプロセス、つ
ま り マ ス ク レ ス フ ァ ブ リ
ケーションが求められてい
ます。
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パターンめっきの概略図
めっき後、正常に析出した部分と異常析出した部分があ
るが、異常析出を制御してパターン間ブリッジ（パター
ン右側２個）を実現すれば、それは、レジストパターン
に依らない金属成膜となる。

この手法により実現した超微細電極接続
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